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(57)【要約】
　有機エレクトロルミネッセンスディスプレイのための
補償方法及び補償装置、表示装置である。補償方法は、
補償すべき行の補償すべきサブ画素の現在フレームにお
けるデータ電圧とゲイン値（ゲイン値＞１）に基づいて
、前記補償すべき行の各前記補償すべきサブ画素の前記
現在フレームにおける書き戻し電圧を特定するステップ
（Ｓ１０１）と、前記現在フレームのブランク領域のス
キャン時間内に、前記補償すべき行の各前記補償すべき
サブ画素の前記現在フレームにおける書き戻し電圧を、
それぞれに前記補償すべき行における対応的な補償すべ
きサブ画素に書き戻すステップ（Ｓ１０２）と、を含む
。当該補償方法は、暗線を解消し、表示の均一性を向上
することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　補償すべき行の補償すべきサブ画素の現在フレームにおけるデータ電圧とゲイン値（ゲ
イン値＞１）に基づいて、前記補償すべき行の各前記補償すべきサブ画素の前記現在フレ
ームにおける書き戻し電圧を特定するステップと、
　前記現在フレームのブランク領域のスキャン時間内に、前記補償すべき行の各前記補償
すべきサブ画素の前記現在フレームにおける書き戻し電圧を、それぞれに前記補償すべき
行における対応的な補償すべきサブ画素に書き戻すステップと、
　を含む有機エレクトロルミネッセンスディスプレイの補償方法。
【請求項２】
　前記現在フレームの表示時間は、複数個の行スキャン時間を含み、前記ブランク領域の
スキャン時間は、前記複数個の行スキャン時間のうちの最後のＷ１（Ｗ１は正の整数であ
る）個の行スキャン時間を含み、前記最後のＷ１個の行スキャン時間は、充電段階と補償
書き戻し段階を含み、
　前記補償方法は、前記充電段階において、前記補償すべき行の各前記補償すべきサブ画
素に対応するセンス線に対して充電を行い、前記センス線が、前記補償すべきサブ画素の
電気信号を検出するのに用いられるステップと、
　前記補償書き戻し段階において、検出された前記センス線の電気信号に基づいて、前記
補償すべき行の各前記補償すべきサブ画素の前記現在フレームに隣接する次のフレームに
おける補償電圧を算出するステップと、
　を含む請求項１に記載の補償方法。
【請求項３】
　前記補償書き戻し段階において、前記補償すべき行の各前記補償すべきサブ画素の前記
現在フレームにおける書き戻し電圧を、それぞれに前記補償すべき行における対応的な補
償すべきサブ画素に書き戻すステップをさらに含む請求項２に記載の補償方法。
【請求項４】
　前記補償すべき行の補償すべきサブ画素の前記現在フレームにおけるデータ電圧とゲイ
ン値に基づいて、前記補償すべき行の各前記補償すべきサブ画素の前記現在フレームにお
ける書き戻し電圧を特定するステップは、
　各前記補償すべきサブ画素のゲイン値を取得するステップと、
　各前記補償すべきサブ画素の前記現在フレームにおけるデータ電圧を、それぞれに前記
ゲイン値と乗算して、各前記補償すべきサブ画素の前記現在フレームにおける書き戻し電
圧を取得するステップと、
　を含む請求項２に記載の補償方法。
【請求項５】
　前記ゲイン値は、Ａ＝Ｍ／（Ｍ－Ｎ）との式で特定され、Ａが前記補償すべき行の前記
補償すべきサブ画素のゲイン値であり、Ｍが前記現在フレームの表示時間に含まれる行ス
キャン時間の数であり、Ｎが前記充電段階に含まれる行スキャン時間の数である
　請求項２～４のいずれか一項に記載の補償方法。
【請求項６】
　前記補償すべき行の全ての前記補償すべきサブ画素の対応的な色は同じである請求項１
～５のいずれか一項に記載の補償方法。
【請求項７】
　前記補償すべき行の補償すべきサブ画素のゲイン値は、前記補償すべきサブ画素の対応
的な色に対応する請求項６に記載の補償方法。
【請求項８】
　前記補償すべきサブ画素は、画素回路を含み、前記画素回路は、駆動トランジスタ、デ
ータ書き込みトランジスタ及びセンストランジスタを含み、前記補償書き戻し段階は、書
き戻しサブ段階と再発光サブ段階を含み、
　前記補償すべき行の各前記補償すべきサブ画素の前記現在フレームにおける書き戻し電
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圧を、それぞれに前記補償すべき行における対応的な補償すべきサブ画素に書き戻すステ
ップは、
　前記充電段階の完了の場合に、前記センス線の電圧をリセットするステップと、
　前記書き戻しサブ段階において、前記補償すべき行の各前記補償すべきサブ画素の前記
データ書き込みトランジスタがオンになるように制御し、前記書き戻し電圧を、前記補償
すべき行の各前記補償すべきサブ画素の前記駆動トランジスタのゲートに書き込むステッ
プと、
　前記再発光サブ段階において、前記補償すべき行の各前記補償すべきサブ画素のデータ
書き込みトランジスタがオフになるように制御し、前記補償すべき行の各前記補償すべき
サブ画素の前記センストランジスタがオフになるように制御するステップと、
　を含む請求項２～７のいずれか一項に記載の補償方法。
【請求項９】
　前記補償すべき行の補償すべきサブ画素において、前記データ書き込みトランジスタの
駆動信号と、前記センストランジスタの駆動信号とは同一信号である請求項８に記載の補
償方法。
【請求項１０】
　有機エレクトロルミネッセンスディスプレイに用いられる補償装置であって、
　補償すべき行の補償すべきサブ画素の現在フレームにおけるデータ電圧とゲイン値（ゲ
イン値＞１）に基づいて、前記補償すべき行の各前記補償すべきサブ画素の前記現在フレ
ームにおける書き戻し電圧を特定するように構成される書き戻し特定回路と、
　前記現在フレームのブランク領域のスキャン時間内に、前記補償すべき行の各前記補償
すべきサブ画素の前記現在フレームにおける書き戻し電圧を、それぞれに前記補償すべき
行における対応的な補償すべきサブ画素に書き戻すように構成される書き戻し補償回路と
、
　を含む補償装置。
【請求項１１】
　前記現在フレームの表示時間は、複数個の行スキャン時間を含み、前記ブランク領域の
スキャン時間は、前記複数個の行スキャン時間のうちの最後のＷ１（Ｗ１は正の整数であ
る）個の行スキャン時間を含み、前記最後のＷ１個の行スキャン時間は、充電段階と補償
書き戻し段階を含み、
　前記書き戻し補償回路は、
　前記充電段階において、前記補償すべき行の各前記補償すべきサブ画素に対応するセン
ス線に対して充電を行い、前記センス線が、前記補償すべきサブ画素の電気信号を検出す
るのに用いられ、
　前記補償書き戻し段階において、検出された前記センス線の電気信号に基づいて、前記
補償すべき行の各前記補償すべきサブ画素の前記現在フレームに隣接する次のフレームに
おける補償電圧を算出する請求項１０に記載の補償装置。
【請求項１２】
　前記書き戻し補償回路はさらに、前記補償書き戻し段階において、前記補償すべき行の
各前記補償すべきサブ画素の前記現在フレームにおける書き戻し電圧を、それぞれに前記
補償すべき行における対応的な補償すべきサブ画素に書き戻すように構成される請求項１
１に記載の補償装置。
【請求項１３】
　前記書き戻し特定回路は、各前記補償すべきサブ画素のゲイン値を取得し、各前記補償
すべきサブ画素の前記現在フレームにおけるデータ電圧を、それぞれに前記ゲイン値と乗
算して、各前記補償すべきサブ画素の前記現在フレームにおける書き戻し電圧を取得する
ように構成される請求項１１に記載の補償装置。
【請求項１４】
　前記ゲイン値は、Ａ＝Ｍ／（Ｍ－Ｎ）との式で特定され、Ａが前記補償すべき行の補償
すべきサブ画素のゲイン値であり、Ｍが前記現在フレームの表示時間に含まれる行スキャ
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ン時間の数であり、Ｎが前記充電段階に含まれる行スキャン時間の数である請求項１１～
１３のいずれか一項に記載の補償装置。
【請求項１５】
　前記補償すべきサブ画素は、画素回路と発光素子を含み、前記画素回路は、駆動トラン
ジスタ、データ書き込みトランジスタ、センストランジスタ及びコンデンサを含み、
　前記駆動トランジスタは、前記発光素子が発光するよう駆動するように構成され、
　前記データ書き込みトランジスタは、オンの場合、データ電圧を前記駆動トランジスタ
のゲートに書き込むように構成され、
　前記コンデンサは、前記データ電圧を格納すると共にそれを前記駆動トランジスタのゲ
ートに保持するように構成され、
　前記センストランジスタは、前記補償すべきサブ画素に対応する前記センス線に対して
充電を行うように構成される請求項１２～１４のいずれか一項に記載の補償装置。
【請求項１６】
　前記補償書き戻し段階は、書き戻しサブ段階と再発光サブ段階を含み、前記書き戻し補
償回路は、
　前記充電段階の完了の場合、前記センス線の電圧をリセットし、
　前記書き戻しサブ段階において、前記補償すべき行の各前記補償すべきサブ画素の前記
データ書き込みトランジスタがオンになるように制御し、前記書き戻し電圧を、前記補償
すべき行の各前記補償すべきサブ画素の前記駆動トランジスタのゲートに書き込み、
　前記再発光サブ段階において、前記補償すべき行の各前記補償すべきサブ画素のデータ
書き込みトランジスタがオフになるように制御し、前記補償すべき行の各前記補償すべき
サブ画素の前記センストランジスタがオフになるように制御するように構成される請求項
１５に記載の補償装置。
【請求項１７】
　前記データ書き込みトランジスタのソースは、前記データ電圧を受信するように構成さ
れ、前記データ書き込みトランジスタのゲートは、第１の駆動信号を受信するようにゲー
ト線に接続し、前記データ書き込みトランジスタのドレインは、前記駆動トランジスタの
ゲートに接続し、
　前記駆動トランジスタのソースは、第１の電源端に接続し、前記駆動トランジスタのド
レインは、前記発光素子の第１端子に接続し、
　前記コンデンサの一端は、前記駆動トランジスタのゲートに接続し、前記コンデンサの
もう１つの端は、前記駆動トランジスタのドレインに接続し、
　前記センストランジスタのソースは、前記駆動トランジスタのドレインに接続し、前記
センストランジスタのドレインは、前記補償すべきサブ画素に対応する前記センス線に接
続し、前記センストランジスタのゲートは、第２の駆動信号を受信するように構成される
　請求項１５に記載の補償装置。
【請求項１８】
　前記補償すべき行の補償すべきサブ画素において、前記第１の駆動信号と、前記第２の
駆動信号とは同一信号である請求項１７に記載の補償装置。
【請求項１９】
　前記補償すべき行の全ての前記補償すべきサブ画素の対応的な色は同じである請求項１
０～１８のいずれか一項に記載の補償装置。
【請求項２０】
　前記補償すべき行の補償すべきサブ画素のゲイン値は、前記補償すべきサブ画素の対応
的な色に対応する請求項１９に記載の補償装置。
【請求項２１】
　請求項１０～２０のいずれか一項に記載の補償装置を含む表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本願は、２０１７年０５月１２日に提出された中国特許出願第２０１７１０３３３９１
９．６号の優先権を要求する。ここでは、上記中国特許出願の公開内容を全文引用して本
願の一部分とする。
【０００２】
　本公開の実施例は有機エレクトロルミネッセンスディスプレイ（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉ
ｇｈｔ－Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｓｐｌａｙ，ＯＬＥＤ）の補償方法及び補償装置、表示
装置に係るものである。
【背景技術】
【０００３】
　アクティブマトリクス有機エレクトロルミネッセンスディスプレイ（Ａｃｔｉｖｅ－Ｍ
ａｔｒｉｘ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ－Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｓｐｌａｙ，ＡＭＯ
ＬＥＤ）は、電流型発光素子として高性能な表示に応用されることが益々多くなる。自己
発光の特性があるため、液晶ディスプレイ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌ
ａｙ，ＬＣＤ）と比べて、ＡＭＯＬＥＤは、高いコントラスト、極めて薄型、湾曲可能な
ど様々なメリットを有する。
【０００４】
　ＡＭＯＬＥＤにおける薄膜トランジスタ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ
，ＴＦＴ）は、長時間にわたって加圧及び高温の条件にある場合、その閾値電圧にはドリ
フトが生じる。表示画面の違いにより、書き込みデータの電圧が異なり、ＡＭＯＬＥＤパ
ネルの各部分の駆動薄膜トランジスタの閾値ドリフトが異なるため、表示輝度の差異が生
じる。このような差異は現在フレーム画面の前に表示される画像と関係するので、常に映
像残留現象の形で現れる。これはいわゆる残像である。
【０００５】
　現在、残像問題を解決するために、技術の改善以外に、補償技術がある。現在、駆動チ
ップにより画素の電気特性を検出してから補償を行う方法がある。このような補償方法に
おいて、駆動チップの誘導回路は、画素の駆動薄膜トランジスタの電気信号を抽出し、集
積回路チップを用いて、補償必要のある補償電圧値を特定し、駆動チップにフィードバッ
クして補償を実現する。
【０００６】
　電気信号検出を実現するために、一般的に、ＡＭＯＬＥＤでは、１フレーム画面の最後
の何行かのスキャン時間がブランク（ｂｌａｎｋ）領域のスキャン時間とされる。ブラン
ク領域に画素が設置されていないため、ブランク領域のスキャン時間内に、電気信号の検
出及び補償電圧値の特定を行うことができる。各フレームの画面の表示時間内に、ある行
の画素の駆動薄膜トランジスタの電気信号に対して検出を行う。駆動薄膜トランジスタの
電気信号を検出するため、一般的に、駆動薄膜トランジスタとＯＬＥＤ素子と間に１つの
センス線が接続され、かつセンス線と駆動薄膜トランジスタの間にセンス薄膜トランジス
タが設置される。ブランク領域のスキャン時間内に、当該センス薄膜トランジスタがオン
になり、この場合、ＯＬＥＤ素子へ流れる電流がセンス線へ流れることにより、ＯＬＥＤ
素子が暗くなり、つまり当該行の画素に暗線が出る。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本公開の実施例の少なくとも１つは、有機エレクトロルミネッセンスディスプレイ（Ｏ
ＬＥＤ）の補償方法を提案する。前記補償方法は、補償すべき行の補償すべきサブ画素の
現在フレームにおけるデータ電圧とゲイン値（ゲイン値＞１）に基づいて、前記補償すべ
き行の各前記補償すべきサブ画素の前記現在フレームにおける書き戻し電圧を特定するス
テップと、前記現在フレームのブランク領域のスキャン時間内に、前記補償すべき行の各
前記補償すべきサブ画素の前記現在フレームにおける書き戻し電圧を、それぞれに前記補
償すべき行における対応的な補償すべきサブ画素に書き戻すステップとを含む。
【０００８】
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　例えば、本公開の実施例の１つの補償方法の実現方式において、前記現在フレームの表
示時間は、複数個の行スキャン時間を含み、前記ブランク領域のスキャン時間は、前記複
数個の行スキャン時間のうちの最後のＷ１（Ｗ１は正の整数である）個の行スキャン時間
を含み、前記最後のＷ１個の行スキャン時間は、充電段階と補償書き戻し段階を含む。前
記補償方法は、前記充電段階において、前記補償すべき行の各前記補償すべきサブ画素に
対応するセンス線に対して充電を行い、前記センス線が、前記補償すべきサブ画素の電気
信号を検出するのに用いられるステップと、前記補償書き戻し段階において、検出された
前記センス線の電気信号に基づいて、前記補償すべき行の各前記補償すべきサブ画素の前
記現在フレームに隣接する次のフレームにおける補償電圧を算出するステップとを含む。
【０００９】
　例えば、本公開の実施例の他の補償方法の実現方式において、前記補償方法はさらに、
前記補償書き戻し段階において、前記補償すべき行の各前記補償すべきサブ画素の前記現
在フレームにおける書き戻し電圧を、それぞれに前記補償すべき行における対応的な補償
すべきサブ画素に書き戻すステップを含む。
【００１０】
　例えば、本公開の実施例の他の補償方法の実現方式において、前記補償すべき行の補償
すべきサブ画素の現在フレームにおけるデータ電圧とゲイン値に基づいて、前記補償すべ
き行の各前記補償すべきサブ画素の現在フレームにおける書き戻し電圧を特定するステッ
プは、各前記補償すべきサブ画素のゲイン値を取得するステップと、各前記補償すべきサ
ブ画素の前記現在フレームにおけるデータ電圧を、それぞれに前記ゲイン値と乗算して、
各前記補償すべきサブ画素の前記現在フレームにおける書き戻し電圧を取得するステップ
とを含む。
【００１１】
　例えば、本公開の実施例の他の補償方法の実現方式において、前記ゲイン値は、次の式
で特定される。Ａ＝Ｍ／（Ｍ－Ｎ）。Ａは前記補償すべき行の補償すべきサブ画素のゲイ
ン値であり、Ｍは前記現在フレームの表示時間に含まれる行スキャン時間の数であり、Ｎ
は前記充電段階に含まれる行スキャン時間の数である。
【００１２】
　例えば、本公開の実施例の他の補償方法の実現方式において、前記補償すべき行の全て
の前記補償すべきサブ画素の対応的な色は同じである。
【００１３】
　例えば、本公開の実施例の他の補償方法の実現方式において、前記補償すべき行の補償
すべきサブ画素のゲイン値は、前記補償すべきサブ画素の対応的な色に対応する。
【００１４】
　例えば、本公開の実施例の他の補償方法の実現方式において、前記補償すべきサブ画素
は、画素回路を含み、前記画素回路は、駆動トランジスタ、データ書き込みトランジスタ
及びセンストランジスタを含み、前記補償書き戻し段階は、書き戻しサブ段階と再発光サ
ブ段階を含む。前記補償すべき行の各前記補償すべきサブ画素の前記現在フレームにおけ
る書き戻し電圧を、それぞれに前記補償すべき行における対応的な補償すべきサブ画素に
書き戻すステップは、前記充電段階の完了の場合に、前記センス線の電圧をリセットする
ステップと、前記書き戻しサブ段階において、前記補償すべき行の各前記補償すべきサブ
画素の前記データ書き込みトランジスタがオンになるように制御し、前記書き戻し電圧を
、前記補償すべき行の各前記補償すべきサブ画素の前記駆動トランジスタのゲートに書き
込むステップと、前記再発光サブ段階において、前記補償すべき行の各前記補償すべきサ
ブ画素のデータ書き込みトランジスタがオフになるように制御し、前記補償すべき行の各
前記補償すべきサブ画素の前記センストランジスタがオフになるように制御するステップ
と、を含む。
【００１５】
　例えば、本公開の実施例の他の補償方法の実現方式において、前記補償すべき行の補償
すべきサブ画素において、前記データ書き込みトランジスタの駆動信号と、前記センスト
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ランジスタの駆動信号とは同一信号である。
【００１６】
　本公開の実施例はさらに、有機エレクトロルミネッセンスディスプレイに用いられる補
償装置を提供する。前記補償装置は、補償すべき行の補償すべきサブ画素の現在フレーム
におけるデータ電圧とゲイン値（ゲイン値＞１）に基づいて、前記補償すべき行の各前記
補償すべきサブ画素の前記現在フレームにおける書き戻し電圧を特定するように構成され
る書き戻し特定回路と、前記現在フレームのブランク領域のスキャン時間内に、前記補償
すべき行の各前記補償すべきサブ画素の前記現在フレームにおける書き戻し電圧を、それ
ぞれに前記補償すべき行における対応的な補償すべきサブ画素に書き戻すように構成され
る書き戻し補償回路とを含む。
【００１７】
　例えば、本公開の実施例の１つの補償装置の実現方式において、前記現在フレームの表
示時間は、複数個の行スキャン時間を含み、前記ブランク領域のスキャン時間は、前記複
数個の行スキャン時間のうちの最後のＷ１（Ｗ１は正の整数である）個の行スキャン時間
を含み、前記最後のＷ１個の行スキャン時間は、充電段階と補償書き戻し段階を含み、前
記書き戻し補償回路は、前記充電段階において、前記補償すべき行の各前記補償すべきサ
ブ画素に対応するセンス線に対して充電を行い、前記センス線が、前記補償すべきサブ画
素の電気信号を検出するに用いられ、前記補償書き戻し段階において、検出された前記セ
ンス線の電気信号に基づいて、補償すべき行の各前記補償すべきサブ画素の前記現在フレ
ームに隣接する次のフレームにおける補償電圧を算出するように構成される。
【００１８】
　例えば、本公開の実施例の他の補償装置の実現方式において、前記書き戻し補償回路は
さらに、前記補償書き戻し段階において、前記補償すべき行の各前記補償すべきサブ画素
の前記現在フレームにおける書き戻し電圧を、それぞれに前記補償すべき行における対応
的な補償すべきサブ画素に書き戻すように構成される。
【００１９】
　例えば、本公開の実施例の他の補償装置の実現方式において、前記書き戻し特定回路は
、各前記補償すべきサブ画素のゲイン値を取得し、各前記補償すべきサブ画素の前記現在
フレームにおけるデータ電圧を、それぞれに前記ゲイン値と乗算して、各前記補償すべき
サブ画素の前記現在フレームにおける書き戻し電圧を取得するように構成される。
【００２０】
　例えば、本公開の実施例の他の補償装置の実現方式において、前記ゲイン値は、次の式
で特定される。Ａ＝Ｍ／（Ｍ－Ｎ）。Ａは前記補償すべき行の補償すべきサブ画素のゲイ
ン値であり、Ｍは前記現在フレームの表示時間に含まれる行スキャン時間の数であり、Ｎ
は前記充電段階に含まれる行スキャン時間の数である。
【００２１】
　例えば、本公開の実施例の他の補償装置の実現方式において、前記補償すべきサブ画素
は、画素回路と発光素子を含み、前記画素回路は、駆動トランジスタ、データ書き込みト
ランジスタ、センストランジスタ及びコンデンサを含み、前記駆動トランジスタは、前記
発光素子が発光するよう駆動するように構成され、前記データ書き込みトランジスタは、
オンの場合、データ電圧を前記駆動トランジスタのゲートに書き込むように構成され、前
記コンデンサは、前記データ電圧を格納すると共にそれを前記駆動トランジスタのゲート
に保持するように構成され、前記センストランジスタは、前記補償すべきサブ画素に対応
する前記センス線に対して充電を行うように構成される。
【００２２】
　例えば、本公開の実施例の他の補償装置の実現方式において、前記補償書き戻し段階は
、書き戻しサブ段階と再発光サブ段階を含み、前記書き戻し補償回路は、前記充電段階の
完了の場合に、前記センス線の電圧をリセットし、前記書き戻しサブ段階において、前記
補償すべき行の各前記補償すべきサブ画素の前記データ書き込みトランジスタがオンにな
るように制御し、前記書き戻し電圧を、前記補償すべき行の各前記補償すべきサブ画素の
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前記駆動トランジスタのゲートに書き込み、前記再発光サブ段階において、前記補償すべ
き行の各前記補償すべきサブ画素のデータ書き込みトランジスタがオフになるように制御
し、前記補償すべき行の各前記補償すべきサブ画素の前記センストランジスタがオフにな
るように制御するように構成される。
【００２３】
　例えば、本公開の実施例の他の補償装置の実現方式において、前記データ書き込みトラ
ンジスタのソースが前記データ電圧を受信するように構成され、前記データ書き込みトラ
ンジスタのゲートは、第１の駆動信号を受信するようにゲート線に接続し、前記データ書
き込みトランジスタのドレインは、前記駆動トランジスタのゲートに接続する。前記駆動
トランジスタのソースは、第１の電源端に接続し、前記駆動トランジスタのドレインは、
発光素子の第１端子に接続する。前記コンデンサの一端が前記駆動トランジスタのゲート
に接続し、前記コンデンサのもう１つの端は、前記駆動トランジスタのドレインに接続す
る。前記センストランジスタのソースは、前記駆動トランジスタのドレインに接続し、前
記センストランジスタのドレインは、前記補償すべきサブ画素に対応する前記センス線に
接続し、前記センストランジスタのゲートは、第２の駆動信号を受信するように構成され
る。
【００２４】
　例えば、本公開の実施例の他の補償装置の実現方式において、前記補償すべき行の補償
すべきサブ画素において、前記第１の駆動信号と、前記第２の駆動信号とは同一信号であ
る。
【００２５】
　例えば、本公開の実施例の他の補償装置の実現方式において、前記補償すべき行の全て
の前記補償すべきサブ画素の対応的な色は同じである。
【００２６】
　例えば、本公開の実施例の他の補償装置の実現方式において、前記補償すべき行の補償
すべきサブ画素のゲイン値は、前記補償すべきサブ画素の対応的な色に対応する。
【００２７】
　本公開の実施例はさらに、上記のいずれか一項に記載の補償装置を含む有機エレクトロ
ルミネッセンスディスプレイパネルを提供する。
【００２８】
　本公開の実施例はさらに、上記のいずれか一項に記載の補償装置を含む表示装置を提供
する。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
　本公開の実施例の技術案をさらに明確に説明するために、以下に実施例の図面について
簡単に紹介する。下記に記載の図面は本発明の実施例に係るものに過ぎず、本発明に対し
制限するものではないことは、明らかである。
【図１Ａ】図１Ａは本公開の一実施例によるＯＬＥＤに用いられる補償方法のフローチャ
ートである。
【図１Ｂ】図１Ｂは本公開の一実施例による他のＯＬＥＤに用いられる補償方法のフロー
チャートである。
【図２】図２は本公開の一実施例による補償すべきサブ画素の画素回路の構成図である。
【図３】図３は本公開の一実施例によるシーケンス図である。
【図４】図４は本公開の一実施例によるＯＬＥＤに用いられる補償装置を示す図である。
【図５】図５は本公開の一実施例による表示装置を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　本発明の目的、技術案、及びメリットをさらに明確に説明するために、以下において本
発明の実施例の図面を参照して、本発明の実施例の技術案について明確に、完全に記載す
る。
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【００３１】
　図１Ａは、本公開の一実施例によるＯＬＥＤに用いられる補償方法のフローチャートで
あり、図１Ｂは本公開の一実施例による他のＯＬＥＤに用いられる補償方法のフローチャ
ートである。
【００３２】
　例えば、図１Ａを参照し、当該方法は以下のステップを含む。
【００３３】
　ステップＳ１０１：補償すべき行の補償すべきサブ画素の現在フレームにおけるデータ
電圧とゲイン値に基づいて、補償すべき行の各補償すべきサブ画素の現在フレームの書き
戻し電圧を特定する。
【００３４】
　ステップＳ１０２：現在フレームのブランク領域のスキャン時間内に、補償すべき行の
各補償すべきサブ画素の現在フレームの書き戻し電圧をそれぞれ補償すべき行における対
応的な補償すべきサブ画素に書き戻す。
【００３５】
　例えば、いずれかの１フレーム時間は平均的に、複数の行スキャン時間に分けることが
でき、ブランク領域のスキャン時間は、複数の行スキャン時間のうち最後のＷ１個の行ス
キャン時間を含む。容易に理解させるために、以下に、まずブランク領域の意味について
簡単に説明する。外部補償機能を有するＯＬＥＤパネルは通常、表示領域とブランク（ｂ
ｌａｎｋ）領域に分けられ、表示領域は、画素（ユニット）が設けられており、発光する
ための領域を指す。一方、ブランク領域内には画素が設けておらず、発光機能を有しない
。ブランク領域が主に外部補償を行うために用いられるため、ブランク領域には駆動回路
が設置可能である。ブランク領域に画素が設置されていないが、外部補償を行うために、
１フレーム時間の一部のスキャン時間はブランク領域に割り当てられ、ブランク領域に割
り当てられたスキャン時間がブランク領域のスキャン時間である。ブランク領域のスキャ
ン時間は、補償すべき行の画素の電気信号検出及び補償電圧の算出に用いられる。
【００３６】
　例えば、１フレーム時間は平均的にＭ部分に分けることができ、１つの部分は１つの行
の画素のスキャン時間である。ＯＬＥＤパネルはａ行の画素を含むことができ、かつａ行
の画素が行スキャン方式でスキャンを行うことができる。１フレーム時間のうち、開始の
ａ個の部分は、表示領域におけるａ行の画素のスキャン時間であり、１フレーム時間のう
ちの後ろのｂ個の部分はブランク領域のスキャン時間である。ａ＋ｂ＝Ｍ。ここで、ａ、
ｂ、Ｍはいずれも正の整数であり、ａはｂより大きい。なお、１フレーム時間は、１フレ
ームの画面の表示時間を指す。
【００３７】
　例えば、現在フレームの表示時間は複数の行スキャン時間を含み、ブランク領域のスキ
ャン時間は複数の行スキャン時間のうちの最後のＷ１個の行スキャン時間を含み、最後の
Ｗ１個の行スキャン時間は、充電段階と補償書き戻し段階を含む。例えば、１フレーム時
間は２２５０部分に分けることができ、開始の２１６０部分は表示領域の２１６０行の画
素のスキャン時間に対応し、後ろの９０部分はブランク領域のスキャン時間であり、補償
すべき行の画素の電気信号の検出（即ち充電段階）と補償電圧算出（即ち補償書き戻し段
階）を行うために用いられる。
【００３８】
　例えば、図１Ｂに示すように、一部の例では、当該補償方法はさらに次のステップを含
むことができる。
【００３９】
　ステップＳ１０３：充電段階において、補償すべき行の各補償すべきサブ画素に対応す
る、補償すべきサブ画素の電気信号を検出するためのセンス線に対して充電を行う。
【００４０】
　ステップＳ１０４：補償書き戻し段階において、検出されたセンス線の電気信号に基づ



(10) JP 2020-519918 A 2020.7.2

10

20

30

40

50

いて、補償すべき行の各補償すべきサブ画素の現在フレームに隣接する次のフレームの補
償電圧を算出する。
【００４１】
　例えば、本公開の実施例において、ステップＳ１０３において、補償すべき行の補償す
べきサブ画素の電気信号を検出するステップは、一般的に、センス（ｓｅｎｓｅ）線の電
圧値を検出するステップを含む。
【００４２】
　例えば、センス線は、補償すべきサブ画素内の駆動トランスジスタと発光素子の間に接
続され、センス線と駆動トランジスタの間にセンストランジスタが設置されている。ブラ
ンク領域のスキャン時間において、当該センストランジスタがオンになる。この場合、元
々は発光素子へ流れる電流はセンス線へ流れ、当該センス線に接続する集積回路チップは
センス線の電圧値に対する検出を実現し、つまり補償すべき行の画素の電気信号を取得す
る。
【００４３】
　なお、図１Ａと図１Ｂにおける各ステップの順番は、補償方法を実行する場合の操作順
番を示さない。例えば、ステップＳ１０３、ステップＳ１０４及びステップＳ１０２はい
ずれもブランク領域のスキャン時間内に実行される。
【００４４】
　以下、センス線の配置方式を、図２に示す補償すべきサブ画素の画素回路構成図を参照
しながら説明する。
【００４５】
　例えば、図２に示すように、補償すべきサブ画素は、画素回路と発光素子ＯＬＥＤを含
む。補償すべきサブ画素の画素回路は、駆動トランジスタＴ１、データ書き込みトランジ
スタＴ２、コンデンサＣ及びセンストランジスタＴ３を含むことができる。駆動トランジ
スタＴ１は、発光素子ＯＬＥＤを発光するよう駆動するように構成され、データ書き込み
トランジスタＴ２は、オンとなるときに、データ電圧を、駆動トランジスタＴ１のゲート
に書き込むように構成され、コンデンサＣは、データ電圧を格納すると共にそれを駆動ト
ランジスタＴ１のゲートに保持するように構成され、センストランジスタＴ３は、補償す
べきサブ画素に対応するセンス線に対して充電を行うように構成される。
【００４６】
　例えば、データ書き込みトランジスタＴ２のソースは、データ電圧を受信するようにゲ
ート線Ｄに接続し、データ書き込みトランジスタＴ２のゲートは、第１の駆動信号を受信
するようにゲート線Ｇ１に接続する。駆動トランジスタＴ１のソースは、第１の電源端Ｖ
ｄｄに接続し、駆動トランジスタＴ１のドレインは、発光素子ＯＬＥＤの第１端子に接続
し、発光素子ＯＬＥＤの第２端子は第２の電源端Ｖｓｓに接続する。コンデンサＣの一端
が駆動トランジスタＴ１のゲートに接続し、コンデンサＣのもう１つの端は、駆動トラン
ジスタＴ１のドレインに接続する。センストランジスタＴ３のソースは、駆動トランジス
タＴ１のドレインと発光素子ＯＬＥＤの第１端子に接続し、即ちセンストランジスタＴ３
のソースは、駆動トランジスタＴ１のドレインと発光素子ＯＬＥＤの第１端子の間に接続
される。センストランジスタＴ３のドレインは、センス線Ｓに接続し、センストランジス
タＴ３のゲートは、第２の駆動信号を受信するように制御線Ｇ２に接続する。
【００４７】
　図３は、図２の画素回路構成のシーケンス図である。信号ｇ１はデータ書き込みトラン
ジスタＴ２の制御信号であり、即ちゲート線Ｇ１によって提供される第１の駆動信号であ
る。信号ｇ２は、センストランジスタＴ３の制御信号であり、即ち制御線Ｇ２によって提
供される第２の駆動信号である。図３に示すように、本公開の実施例によって提供される
補償すべきサブ画素において、画素回路の設計を容易にするために、第１の駆動信号ｇ１
と第２の駆動信号ｇ２は同じ信号であってもよい。
【００４８】
　例えば、図３を参照しながら、補償すべき行の画素のスキャン時間（即ち補償すべき行
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の画素のデータ書き込み段階）ｔ１内に、ゲート線Ｇ１は、データ書き込みトランジスタ
Ｔ２がオンになるように制御するために、データ書き込みトランジスタＴ２に対して、オ
ープン信号を提供する。かかる場合、データ線Ｄは、駆動トランジスタＴ１のゲートにデ
ータ電圧を書き込み、コンデンサＣを充電する。データ書き込み段階ｔ１において、駆動
トランジスタＴ１がオンではないので、集積回路のチップは、センス線Ｓの電圧値を検出
できなかった。発光段階において、データ書き込みトランジスタＴ２とセンストランジス
タＴ３はいずれもオフ状態にあり、集積回路チップは、センス線Ｓの電圧値を検出できな
かった。かかる場合、駆動トランジスタＴ１はオンになり、発光素子ＯＬＥＤは発光する
。ブランク領域のスキャン時間内の充電段階ｔ２において、駆動トランジスタＴ１とセン
ストランジスタＴ３はいずれもオン状態にあり、駆動トランジスタＴ１を介して発光素子
ＯＬＥＤへ流れる電流はセンス線Ｓへ流れてセンス線Ｓを充電する。この場合、センス線
Ｓが充電状態にあるため、発光素子ＯＬＥＤは発光しない。
【００４９】
　図２に示す補償すべきサブ画素の画素回路の構成は２Ｔ１Ｃであるが、本公開の実施例
における補償すべきサブ画素の画素回路の構成は２Ｔ１Ｃに限らない。画素回路は、より
多い又はより少ないトランジスタ及びコンデンサを設置することができる。例えば、画素
回路は、５Ｔ１Ｃ、７Ｔ１Ｃ構成であってもよい。
【００５０】
　例えば、本公開の実施例において、駆動トランジスタＴ１、データ書き込みトランジス
タＴ２及びセンストランジスタＴ３はいずれも薄膜トランジスタ又は電界効果トランジス
タ、又は特性の同一なその他のスイッチ素子であってもよい。薄膜トランジスタは、ポリ
シリコン（低温ポリシリコン又は高温ポリシリコン）薄膜トランジスタ、アモルファスシ
リコン薄膜トランジスタ、酸化物薄膜トランジスタ又は有機薄膜トランジスタ等を含むこ
とができる。
【００５１】
　例えば、トランスジスタの特性に基づいて、トランスジスタはＮ型トランジスタとＰ型
トランジスタとに分けることができる。本公開の実施例では、駆動トランジスタＴ１、デ
ータ書き込みトランジスタＴ２及びセンストランジスタＴ３をいずれもＮ型トランジスタ
（例えば、Ｎ型ＭＯＳトランジスタ）であることを例として、本公開の技術案を詳しく説
明する。しかし、本公開の実施例はこれに限らない。当業者は実際の必要に応じて各トラ
ンジスタの類型を具体的に設置することができる。本公開の実施例では、全部又は一部の
トランジスタのソースとドレインは必要に応じて互換できる。
【００５２】
　なお、ＯＬＥＤパネルにおいて、各画素用に１つのセンス線を設置することができる。
このセンス線は同時に１つの画素内の全てのサブ画素に接続し、１フレーム時間において
、センス線は、画素におけるサブ画素のうちの１つのみと連通することにより、画素にお
ける１つのサブ画素を通じて充電すると共に、画素における１つのサブ画素の電気信号を
検出する。当該画素内の他のサブ画素に対する検出は、次回当該行の画素を検出する際に
行う。つまり、センス線は、毎回画素内の１つの色のサブ画素を検出し、そして補償を行
う。ＯＬＥＤパネルでは、１つの画素は通常４つのサブ画素（赤、緑、青、白）又は３つ
のサブ画素（赤、緑、青）を含む。
【００５３】
　なお、本公開の実施例は、１つの画素に１つのセンス線を設置するとは限らない。例え
ば、各画素に２つ又は複数のセンス線を設置することができる。よって、同時に画素内の
２つ又は複数のサブ画素に対して検出及び補償処理を行うことができる。
【００５４】
　例えば、ブランク領域のスキャン時間は、複数行のスキャン時間のうちの最後のＷ１個
のスキャン時間を含む。電気信号検出を行う場合、ブランク領域のスキャン時間の開始の
Ｗ１１個の行スキャン時間は、電気信号検出に用いられ、後ろのＷ１２個の行スキャン時
間は、補償電圧の特定に用いられる。例えば、Ｗ１１＋Ｗ１２＝Ｗ１、かつＷ１１、Ｗ１
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２はいずれも整数であり、開始のＷ１１個の行スキャン時間の長さは後ろのＷ１２個の行
スキャン時間の長さより大きい。即ち、Ｗ１１＞Ｗ１２。
【００５５】
　例えば、ブランク領域のスキャン時間が９０部分に分かれる場合、開始の７０部分は電
気信号検出用であり、後ろの２０部分は補償電圧特定用である。
【００５６】
　例えば、ステップＳ１０３において、補償すべきサブ画素の電気信号を検出するステッ
プは、当該電気信号を検出する際に、補償すべき画素が位置する行目、つまり補償すべき
行を特定してから、補償すべき行のセンストランジスタＴ３がオンになるよう制御するこ
とで、センス線の電気信号の検出を実現する。
【００５７】
　例えば、補償すべきサブ画素の電気信号の検出はさらに、補償すべき行のセンストラン
ジスタＴ３がオンになることを制御する際に、その他の行のセンストランジスタＴ３がオ
フを維持するよう制御することで、フレーム毎に１行の画素に対して電気信号を検出する
。
【００５８】
　例えば、本公開の実施例において、補償書き戻し段階は、補償電圧算出サブ段階を含む
ことができる。ステップＳ１０４は、補償電圧算出サブ段階において、検出された前記セ
ンス線の電気信号に基づいて、前記補償すべき行の各前記補償すべきサブ画素の前記現在
フレームに隣接する次のフレームの補償電圧を算出する。例えば、一部の例では、補償電
圧算出サブ段階において、検出された補償すべき行の各補償すべきサブ画素の電気信号及
び補償すべき行の各補償すべきサブ画素の現在フレームの設定信号に基づいて、補償すべ
き行の各補償すべきサブ画素の電気信号に対応する補償電圧を特定する。
【００５９】
　例えば、補償すべき行の各補償すべきサブ画素の電気信号は、補償すべき行の各補償す
べきサブ画素に対応するセンス線が現在フレームにおいて検出した電圧値である。補償す
べき行の各補償すべきサブ画素の現在フレームの設定信号が、補償すべき行の各補償すべ
きサブ画素に対応するセンス線の現在フレームにおける設定電圧であり、当該設定電圧は
、補償すべきサブ画素の現在フレームにおける目標輝度に対応する。当該補償すべき行の
各補償すべきサブ画素に対応するセンス線の現在フレームにおける設定電圧は、現在フレ
ームの補償すべき行の各補償すべきサブ画素に書き込まれるデータ電圧に基づいて取得さ
れることができる。
【００６０】
　例えば、現在フレームの補償すべき行の各補償すべきサブ画素に書き込まれるデータ電
圧が、その現在フレームにおける目標輝度に対応するため、以下の方式を採用して補償す
べき行の各補償すべきサブ画素に対応するセンス線の現在フレームにおける設定電圧を特
定することができる。即ち、現在フレームの補償すべき行の各補償すべきサブ画素に書き
込まれるデータ電圧に基づいて、現在フレームの補償すべき行の各補償すべきサブ画素の
目標輝度を取得し、現在フレームの補償すべき行の各補償すべきサブ画素の目標輝度、お
よび目標輝度とセンス線の設定電圧との対応関係に基づいて、現在フレームの補償すべき
行の各補償すべきサブ画素に対応するセンス線の設定電圧を取得する。なお、目標輝度と
センス線の設定電圧との対応関係は、予めの検出（例えば、実験検出）により取得できる
。
【００６１】
　例えば、現在フレームの補償すべき行の各補償すべきサブ画素に対応するセンス線の設
定電圧を特定した後、補償電圧算出サブ段階において、各補償すべきサブ画素に対応する
センス線が現在フレームにおいて検出した電圧値と、当該補償すべきサブ画素に対応する
センス線の現在フレームにおける設定電圧との差の値を算出し、当該差の値に基づいて補
償電圧を特定する。例えば、一部の例において、補償電圧算出サブ段階において、差の値
を算出した後、当該差値に対応する差値の範囲を特定し、差値の範囲と補償電圧との対応



(13) JP 2020-519918 A 2020.7.2

10

20

30

40

50

関係に基づいて、差値に対応する補償電圧を算出する。
【００６２】
　例えば、当該差値範囲は、設定値Ａの倍数に基づいて分けられ、例えば、（０，Ａ]，
（Ａ，２Ａ］，．．．．．．。第１の差値範囲の対応する補償電圧は、階調が１である場
合の電圧値であり、第２の差値範囲の対応する補償電圧は、階調が２である場合の電圧値
であり、以下は類推する。上記対応関係に基づいて補償電圧の絶対値を特定して、補償電
圧の正負を判断する。センス線が現在フレームにおいて検出した電圧値が設定電圧より小
さい場合、当該補償電圧は正の値であり、センス線が現在フレームにおいて検出した電圧
値が設定電圧より大きい場合、当該補償電圧は負の値である。上記各差値範囲に対応する
電圧値は例であり、実際では他の電圧値に従って設定することもできる。
【００６３】
　なお、本公開の上記設定値Ａの具体的な設置方式には制限がない。例えば、設定値Ａは
０．１Ｖであれば、差値範囲は、（０Ｖ，０．１Ｖ]，（０．１Ｖ，０．２Ｖ］，．．．
．．．。に分けられることができる。
【００６４】
　例えば、ステップＳ１０３において、１行の画素における補償すべきサブ画素の電気信
号を同時に検出した。また、補償電圧を特定する際に、各補償すべきサブ画素の電気信号
とデータ電圧に対して、その対応する補償電圧をそれぞれ特定する必要がある。
【００６５】
　例えば、ステップＳ１０２は、補償書き戻し段階において、補償すべき行の各補償すべ
きサブ画素の現在フレームにおける書き戻し電圧を、それぞれに補償すべき行の対応する
補償すべきサブ画素に書き戻すステップを含むことができる。
【００６６】
　例えば、補償書き戻し段階は、書き戻しサブ段階と再発光サブ段階をさらに含むことが
できる。例えば、書き戻しサブ段階は、補償書き戻し段階の開始の若干個の行スキャン時
間であり、再発光サブ段階は、補償書き戻し段階の後ろの若干個の行スキャン時間である
ことができる。
【００６７】
　なお、補償電圧算出サブ段階は、書き戻しサブ段階、再発光サブ段階と並行的に進める
ことができる。つまり、補償電圧算出サブ段階は、補償書き戻し段階の開始の若干個の行
スキャン時間及び／又は後ろの若干個の行スキャン時間であってもよい。
【００６８】
　例えば、図２に示すように、書き戻しサブ段階において、センストランジスタがオンで
あるため、センス線と駆動トランジスタが繋がれ、発光素子ＯＬＥＤは発光しない。書き
戻しサブ段階が占める時間は短く、通常は２～３個の行スキャン時間であるため、暗線の
持続時間も最も短い。
【００６９】
　例えば、ステップＳ１０２は、充電段階が完了した際に、センス線の電圧をリセットす
る（即ちセンス線の電圧を０にする）ステップと、書き戻しサブ段階において、補償すべ
き行の補償すべきサブ画素のデータ書き込みトランジスタ（即ち、図２におけるＴ２）が
オンになるよう制御し、書き戻し予定電圧を、補償すべき行の各補償すべきサブ画素の駆
動トランジスタ（即ち図２におけるＴ１）のゲートに書き込むステップと、再発光サブ段
階において、補償すべき行の補償すべきサブ画素のデータ書き込みトランジスタがオフに
なるよう制御し、補償すべき行の各補償すべきサブ画素のセンストランジスタ（即ち図２
におけるＴ３）がオフになるよう制御するステップと、を含むことができる。
【００７０】
　例えば、充電段階が完了した際に、センス線の電圧をリセットすると共に、当該センス
線がセット状態にあり、センス線は充電しない。よって、次回補償を行う際に、センス線
は正常に充電できる。
【００７１】
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　例えば、補償すべき行の補償すべきサブ画素において、画素回路の設計を容易にするた
めに、データ書き込みトランジスタの駆動信号（即ち第１の駆動信号）とセンストランジ
スタの駆動信号（即ち第２の駆動信号）とは同じ信号である。図３を参照し、ｇ１とｇ２
はそれぞれ、補償すべきサブ画素内の第１の駆動信号と第２の駆動信号である。
【００７２】
　例えば、図２と図３に示すように、充電段階ｔ２の後に、データ書き込みトランジスタ
Ｔ２とセンストランジスタＴ３は改めてオフ状態にあり、かつセンス線の電圧が０とされ
る。こうすると、センス線はセット状態にあり、セット状態においてセンス線は充電でき
ない。現在フレームの補償書き戻し段階の開始の若干個の行スキャン時間（即ち書き戻し
サブ段階）ｔ３において、データ書き込みトランジスタがオンとなることにより、書き戻
し電圧が、補償すべき行の各補償すべきサブ画素の駆動トランジスタのゲートに書き込ま
れる。この場合の書き戻し電圧は、ステップＳ１０１において算出された書き戻し電圧で
ある。書き戻しサブ段階、即ち書き戻し電圧を書き込む際に、センストランジスタＴ３も
オンの状態にあり、電流がセンス線へ流れるため、発光素子ＯＬＥＤは発光しない。書き
戻し電圧の書き込みが完成した後に、即ち再発光サブ段階において、データ書き込みトラ
ンジスタＴ２及びセンストランジスタＴ３がオフになり、電流が発光素子ＯＬＥＤを流れ
て、発光素子ＯＬＥＤが発光するように駆動すると共に、改めて書き込まれた書き戻し電
圧により、駆動トランジスタＴ１のゲート電圧は増大する。駆動トランジスタＴ１のゲー
ト電圧の増大により、駆動トランジスタＴ１のゲートとソースの間の電圧差が大きくなる
。よって、駆動トランジスタＴ１の電流が大きくなり、発光素子ＯＬＥＤの発光輝度が増
加し、表示パネルの暗線を解消する機能が実現される。
【００７３】
　例えば、図３に示すように、本公開の実施例において、書き戻しサブ段階ｔ３と充電段
階ｔ２の間に短い間隔時間が存在しうる。例えば、１～２個の行スキャン時間であっても
よい。当該短い間隔時間は、センス線の状態の切り替えに使用されることができ、書き戻
し電圧を直接に書き込む際に、センストランジスタＴ３がオンになることによりセンス線
が引き続き充電状態にあることを回避することができる。
【００７４】
　例えば、図１Ｂに示すように、本公開によって提供される補償方法は、現在フレームに
隣接する次のフレーム時間において、補償すべき行の各補償すべきサブ画素の補償電圧に
基づいて補償すべき行の補償すべきサブ画素を補償するステップＳ１０５をさらに含む。
【００７５】
　例えば、本公開の実施例において、ステップＳ１０５は、補償すべき行の補償すべきサ
ブ画素の現在フレームに隣接する次のフレームのデータ電圧と補償電圧との和を算出し、
それぞれ補償すべき行の各画素の現在フレームに隣接する次のフレームにおける最終電圧
とするステップを更に含む。現在フレームの隣接する次のフレーム時間において、補償す
べき行の各画素の最終電圧に基づいて、補償すべき行の各画素を充電する。
【００７６】
　例えば、本公開において、現在フレームに隣接する次のフレームのデータ電圧は、現在
フレームに隣接する次のフレーム時間においてデータ線により補償すべきサブ画素に書き
込まれるデータ電圧を指す。現在フレームに隣接する次のフレーム時間において、補償す
べき行の各補償すべきサブ画素のデータ電圧は、駆動回路より提供され、当該データ電圧
は、現在フレームに隣接する次のフレームに表示される画面に係る。
【００７７】
　例えば、ステップＳ１０１は次のステップを含むことができる。
【００７８】
　ステップＳ１０１１：補償すべき行の補償すべきサブ画素のゲイン値を取得する。
【００７９】
　ステップＳ１０１２：補償すべき行の各補償すべきサブ画素の現在フレームにおけるデ
ータ電圧を、それぞれゲイン値と乗算することにより、補償すべき行の各補償すべきサブ
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画素の現在フレームにおける書き戻し電圧を取得する。
【００８０】
　例えば、ステップＳ１０１において、ゲイン値は１より大きい。ゲイン値は設定値であ
り、つまりゲイン値は予め設定されうる。
【００８１】
　例えば、ステップＳ１０１において、補償すべき行の全ての補償すべきサブ画素に対応
する色は同一である。補償すべきサブ画素の対応の色は、補償すべきサブ画素が発した光
の色である。説明の便宜上、本公開の以下の説明では、ある色のサブ画素も、発した光が
その色であるサブ画素を指す。
【００８２】
　例えば、一部の例において、ステップＳ１０１１は、現在フレームのブランク領域のス
キャン時間の充電段階に含まれる行スキャン時間の数を特定するステップと、特定された
充電段階に含まれる行スキャン時間の数に基づいて、補償すべき行の補償すべきサブ画素
のゲイン値を算出するステップとをさらに含む。
【００８３】
　例えば、補償すべき行の補償すべきサブ画素のゲイン値は、以下の式で特定されうる。
Ａ＝Ｍ／（Ｍ－Ｎ）。Ａは補償すべき行の補償すべきサブ画素のゲイン値であり、Ｍは総
計行数であり、総計行数は、いずれかの1つのフレーム時間に含まれる行スキャン時間の
数に等しい。つまり、Ｍは現在フレームの表示時間に含まれる行スキャン時間の数であり
、Ｎは現在フレームの充電段階に含まれる行スキャン時間の数であってもよい。
【００８４】
　例えば、駆動回路において、画素の行数は通常０から番号付けられるため、上記式では
、総計行数が２２５０であれば、Ｍが２２４９に等しい。現在フレームの充電段階に含ま
れる行スキャン時間の数は７０であれば、Ｎは６９である。この場合、補償すべき行のゲ
イン値はＡ＝２２４９／（２２４９－６９）である。
【００８５】
　例えば、他の一部の例において、ステップＳ１０１１は、補償すべきサブ画素に対応す
る識別子を特定するステップと、補償すべきサブ画素に対応する識別子に基づいて、補償
すべき行の補償すべきサブ画素のゲイン値を特定するステップとを含んでもよい。
【００８６】
　例えば、補償すべきサブ画素に対応する識別子とゲイン値との対応関係は、予め算出さ
れて保存されてもよい。ゲイン値の算出方法は上記式と同じである。
【００８７】
　例えば、補償すべきサブ画素に対応する識別子は、補償すべきサブ画素の色を識別する
のに使用可能である。例えば、赤いサブ画素は識別子１に対応し、緑のサブ画素は、識別
子２に対応する。このように、補償すべき行の補償すべきサブ画素のゲイン値と、補償す
べきサブ画素に対応する色とは対応する。
【００８８】
　例えば、補償すべきサブ画素のゲイン値は異なる色のサブ画素の充電効率によって決定
される。異なる色のサブ画素の充電効率は同一である可能性もあり、異なる可能性もある
。よって、異なる色のサブ画素のゲイン値は、同一である可能性もあり、異なる可能性も
ある。
【００８９】
　例えば、赤いサブ画素、緑のサブ画素及び白いサブ画素のゲイン値は同一であり、赤い
サブ画素と青いサブ画素とのゲイン値が異なる。一部の例において、赤、緑、白のサブ画
素に対応するＮ（即ち現在フレームの充電段階に含まれる行スキャン時間の数）が７０で
あり、青色のサブ画素に対応するＮが６０であってもよい。
【００９０】
　本公開の実施例が提供する技術案は次の有益な効果を有する。即ち、補償すべき行の補
償すべきサブ画素の現在フレームのデータ電圧とゲイン値に基づいて、補償すべき行の補
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償すべきサブ画素の書き戻し電圧を特定する。そして、現在フレームのブランク領域のス
キャン時間内の補償書き戻し段階において、補償すべき行の補償すべきサブ画素の現在フ
レームにおける書き戻し電圧を、それぞれに補償すべき行の補償すべきサブ画素に書き戻
す。現在フレームが電気信号の検出を行う際に（ブランク領域のスキャン時間内の充電段
階）、補償すべきサブ画素に暗線が生じる。そのため、充電段階が完了した後に、補償す
べきサブ画素が再発光するように、ゲインのある書き戻し電圧を補償すべきサブ画素に書
き戻して、当該暗線を解消する。充電段階（電気信号検出時間）及び充電段階の後の時間
において、当該補償すべきサブ画素の平均輝度は、電気検出を行わないときの平均輝度に
相当するため、目で見れば、明らかな暗線が見えなく、暗線を解消することができる。
【００９１】
　図４は、本公開の一実施例による有機エレクトロルミネッセンスディスプレイに用いら
れる補償装置を示す図である。図４を参照し、当該補償装置は、書き戻し特定回路２０１
と書き戻し補償回路２０２を含む。書き戻し特定回路２０１は、補償すべき行の補償すべ
きサブ画素の現在フレームのデータ電圧とゲイン値に基づいて、補償すべき行の各補償す
べきサブ画素の現在フレームにおける書き戻し電圧を特定するように構成される。例えば
、ゲイン値が１より大きい。書き戻し補償回路２０２は、現在フレームのブランク領域の
スキャン時間内において、補償すべき行の各補償すべきサブ画素の現在フレームにおける
書き戻し電圧を、それぞれに補償すべき行における対応的な補償すべきサブ画素に書き戻
すように構成される。
【００９２】
　例えば、ゲイン値は設定値であり、即ちゲイン値は予め設定可能である。
【００９３】
　例えば、補償すべき行の全ての補償すべきサブ画素の対応的な色は同じである。補償す
べき行の補償すべきサブ画素のゲイン値は、補償すべきサブ画素に対応する色に対応する
。
【００９４】
　例えば、現在フレームの表示時間は複数の行スキャン時間を含むことができる。ブラン
ク領域のスキャン時間は複数の行スキャン時間のうちの最後のＷ１個の行スキャン時間を
含み、最後のＷ１個の行スキャン時間は充電段階と補償書き戻し段階を含み、Ｗ１は正の
整数である。
【００９５】
　例えば、書き戻し補償回路２０２は、充電段階において、補償すべき行の各補償すべき
サブ画素に対応する、前記補償すべきサブ画素の電気信号を検出するためのセンス線を充
電し、補償書き戻し段階において、検出されたセンス線の電気信号に基づいて補償すべき
行の各補償すべきサブ画素の現在フレームに隣接する次のフレームの補償電圧を算出する
ように構成される。
【００９６】
　例えば、書き戻し補償回路２０２は更に、補償書き戻し段階において、補償すべき行の
各補償すべきサブ画像の現在フレームにおける書き戻し電圧を、それぞれに補償すべき行
における対応する補償すべきサブ画像に書き戻すように構成される。
【００９７】
　例えば、本公開の実施例において、書き戻し特定回路２０１は、補償すべき行の各補償
すべきサブ画素のゲイン値を取得し、補償すべき行の各補償すべきサブ画素の現在フレー
ムにおけるデータ電圧をそれぞれにゲイン値と乗算して、補償すべき行の補償すべきサブ
画素の現在フレームにおける書き戻し電圧を取得するように構成される。
【００９８】
　例えば、本公開の実施例において、ゲイン値は、次の式で特定される。Ａ＝Ｍ／（Ｍ－
Ｎ）。Ａは補償すべき行の補償すべきサブ画素のゲイン値であり、Ｍは現在フレームの表
示時間に含まれる行スキャン時間の数であり、Ｎはブランク領域のスキャン時間における
充電段階に含まれる行スキャン時間の数である。
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【００９９】
　例えば、補償すべきサブ画素は画素回路と発光素子を含み、前記画素回路は、駆動トラ
ンジスタ、データ書き込みトランジスタ、センストランジスタ及びコンデンサを含む。駆
動トランジスタは、発光素子を発光させるように駆動するように構成され、データ書き込
みトランジスタは、オンの場合、データ電圧を前記駆動トランジスタのゲートに書き込む
ように構成され、コンデンサは、データ電圧を格納すると共にそれを駆動トランジスタの
ゲートに保持するように構成され、センストランジスタは、補償すべきサブ画素に対応す
るセンス線に対して充電を行うように構成される。
【０１００】
　例えば、データ書き込みトランジスタのソースは、データ電圧を受信するように構成さ
れる。データ書き込みトランジスタのゲートは、第１の駆動信号を受信するようゲート線
に接続され、データ書き込みトランジスタのドレインは、駆動トランジスタのゲートに接
続される。駆動トランジスタのソースは、第１の電源端子に接続し、駆動トランジスタの
ドレインは、発光素子の第一端子に接続する。コンデンサの一端は駆動トランジスタのゲ
ートに接続し、コンデンサのもう１端は駆動トランジスタのドレインに接続する。センス
トランジスタのソースは駆動トランジスタのドレインに接続し、センストランジスタのド
レインは補償すべきサブ画素に対応するセンス線に接続し、センストランジスタのゲート
は、第２の駆動信号を受信するよう構成される。
【０１０１】
　なお、画素回路に対する詳細な説明は、上記補償方法の実施例における関連説明を参照
してもよい。ここでは重複説明を省略する。
【０１０２】
　例えば、補償すべき行の補償すべきサブ画素において、画素回路の設計を容易にするた
めに、第１の駆動信号と第２の駆動信号は同一駆動信号である。
【０１０３】
　例えば、補償書き戻し段階は、書き戻しサブ段階と再発光サブ段階を含むことができる
。書き戻し補償回路２０２は、充電段階の完了する場合に、センス線の電圧をリセットし
、書き戻しサブ段階において、補償すべき行の各前記補償すべきサブ画素のデータ書き込
みトランジスタがオンになるように制御し、書き戻し電圧を、補償すべき行の各補償すべ
きサブ画素の駆動トランジスタのゲートに書き込み、再発光サブ段階において、補償すべ
き行の各前記補償すべきサブ画素のデータ書き込みトランジスタがオフになるように制御
し、補償すべき行の各補償すべきサブ画素のセンストランジスタがオフになるよう制御す
るように構成される。
【０１０４】
　なお、書き戻し特定回路２０１は、上記補償方法におけるステップＳ１０１を実行する
ことに更に使用され、書き戻し補償回路２０２は、上記補償方法におけるステップＳ１０
２を実行することに更に使用される。よって、書き戻し特定回路２０１と書き戻し補償回
路２０２の具体的な機能は、上記補償方法の実施例の関連説明を参照できる。
【０１０５】
　例えば、本公開の実施例において、書き戻し特定回路２０１は、ＯＬＥＤパネルの駆動
回路に集積されてもよく、単独的な集積回路チップで実現されてもよい。書き戻し補償回
路２０２は、ＯＬＥＤパネルの駆動回路におけるデータ信号生成回路、集積回路チップ及
びセンス線等を含むことができる。
【０１０６】
　本公開の実施例による補償装置は、上記補償方法とは同じの発明考案に基づくものであ
るため、当該補償装置における各回路が具体的に実行する方法ステップは、補償方法の実
施例の関連する部分を参照できる。ここでは重複説明を省略する。
【０１０７】
　本公開の実施例はさらに、有機エレクトロルミネッセンス（ＯＬＥＤ）パネルを提案す
る。当該ＯＬＥＤパネルは、上記のいずれか一項に記載の補償装置を含む。当該ＯＬＥＤ
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パネルが図４に示す補償装置を含むため、当該補償装置と同様な技術効果を実現可能であ
り、即ち表示パネルの暗線を解消し、表示パネルの均一性を向上することができる。
【０１０８】
　図５は、本公開の一実施例による表示装置を示す図である。本公開の実施例は、上記の
いずれか一項に記載のＯＬＥＤパネル又は補償装置１０１を含む表示装置１００をさらに
提案する。
【０１０９】
　例えば、本公開の実施例によって提案された表示装置１００は、フォン、タブレット、
テレビ、ディスプレイ、ノートパソコン、デジタルフォトスタンド、ナビゲーションなど
如何なる表示機能を有する製品又は部材であってもよい。当該表示装置１００は、前記Ｏ
ＬＥＤパネル又は補償装置１０１を含むため、当該ＯＬＥＤパネル又は補償装置１０１と
同一の技術効果を実現可能であり、即ち表示パネルの暗線を解消し、表示パネルの均一性
を向上することができる。
【０１１０】
　以上は本公開の好ましい実施形態だけである。当業者が、本発明の主旨及び範囲を離脱
しないように、本発明に対し各種変更及び改善を行うことができることは、明らかである
。このように、本発明のこのような変更及び改善が本発明の請求項及び均等的な技術範囲
に属する場合、本発明はこれらの変更または改善を含むと解釈される。
【符号の説明】
【０１１１】
　　100　表示装置
　　101　補償装置
　　201　書き戻し特定回路
　　202　書き戻し補償回路

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２】

【図３】
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【国際調査報告】
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摘要(译)

用于有机电致发光显示器的补偿方法,补偿装置和显示装置。 补偿方法基
于要补偿的行中要补偿的子像素的当前帧中的数据电压和增益值(增益值
> 1),该行要补偿的子像素中的每个要补偿的子像素的当前帧。 在指定当
前帧的空白区域中以及在当前帧的空白区域的扫描时间内的回写电压的
步骤(S101)中,分别在要补偿的行中要补偿的每个子像素的当前帧中的回
写电压 在要补偿的行中写回对应的要补偿的子像素(S102)。 该补偿方法
可以消除黑线并改善显示均匀性。
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